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摘要(译)

通过使用显示装置的制造，提供消耗功率低且寿命长的电气设备是一个
问题。在基板上的第一电极上围绕像素部分的形式提供绝缘堤。通过湿
法（方法），在绝缘堤的影响下，用厚度形式为T2> T1> T3的有机导电
膜施加整个表面。因此，部分T3在横向上具有增加的电阻，使得可以防
止串扰。由于导电聚合物作为缓冲层，可以提供驱动电压低的显示装
置。此外，因为部分T2的厚度增加，所以在像素部分处和周围放松电场
集中。这使得可以防止有机发光元件在像素周围劣化。
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